I Calcul théorique de la tension de seuil V. 1 du MOS

Notations

* W; et Ws; travaux de sortie de grille et dur8spectivement.

W, -W, , _ . -
* (@ =———" équivalent tension de la différence de travaux de sortie

ms

*  (gep: tension supportée par la zone dépeuplée d'épaissgimyV
* AVox : tension supportée par I'oxyde de grille au seuil.

* Qss: charge en C/cm2 dans I'oxyde (charge négative dans le canal )

. NSS:QSS équivalent en atomes/cm?

* epx = épaisseur de l'oxyde de grille
*  Cox=¢tox/€ox Capacité de I'oxyde de grille par unité de surface

+ tensionde seuil V, =V_ +V_ doit étre > 0 dans le NMOS

* Vg : tension de bande platégative
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¢ns=0 et Qs=0 L
V1ig=AV ox+Pgep>0 dans NMOS :
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A propos de  ¢ms

L'abaque suivante permet de déterminer la différence de travaux de sortie ettre grille & Si
selon le type de substrat (N ou P) et en fonction de son dopage d pour diverses natures de

grilles (Poly §\*, Poly SP* ou Al).
Ex : substrat P, N=10', Grille N'SO ¢n.d"-0,8V
* Données diélectriques
€o0x=3,9¢g
£0=8,85.10"F/cm
€5=11,9¢,
« Données S 300°K : densité intrinséque=t0°cm’®
largeur bande interdite Eg=1,12eV
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Il Capacité MOS (Substrat P, Mesures en haute fréequence (1 MHZ))
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1] Transconductance d'un transistor MOS (régime saturé)
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